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요약

특히 웨이퍼주변부에서 산화막내압을 개선한 6인치 이상의 대구경실리콘 단결정웨이퍼를 제공하고, 1매의 
실리콘웨이퍼로 부터 제작되는 디바이스 칩의 수율을 향상시킨다.  이 웨이퍼에 있어서는 웨이퍼 외주 부
터 면적비 50%까지의 영역, 특히 웨이퍼 외주로 부터 30mm까지가 산화막내압 불량이 없는 
무결함영역이다.  또한, 특히 웨이퍼 주변부에서 산화막내압을 개선한 쵸크랄스키법에 의한 실리콘단결정 
웨이퍼를 간단하게 또한 생산성을 극단적으로 저하시키는 일 없이 제공하는 실리콘단결정의 제조방법을 
제공한다.  이 방법에 있어서는 쵸크랄스키법에 의한 실리콘단결정의 인상에 있어서, 인상장치 고유의 한
계인상속도에 대하여 80-60%의 인상속도로 단결정을 육성한다.

대표도

도1

명세서

기술분야

본 발명은 웨이퍼 주변부(周邊部, peripheral part)에서 산화막내압(酸化膜耐壓)을 개선한 쵸크랄스키법
에 의해 실리콘단결정을 간단하게 얻고, 또한 생산성을 극단적으로 저하시키는 일 없이 얻는 기술에 관한 
것이다. 
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배경기술

근년, 반도체회로의 고집적화에 따른 소자의 미세화에 의해, MOS-LSI의 게이트전극부의 절연산화막은 보
다 박막화되고 있고, 이 같은 얇은 절연산화막에 있어서도 디바이스소자 동작시에 절연내압이 높을 것, 
누설전류가 작을 것, 즉, 산화막의 신뢰성이 높은 것이 요구되고 있다.

쵸크랄스키법(Czochralski법, 이하 'CZ법'이라 한다)에 의한 실리콘단결정으로 부터 제조된 실리콘웨이퍼
의 산화막내압은 부유대 용융법(Floating Zone법, 이하 'FZ법'이라 한다)에 의한 실리콘단결정으로 부터 
제조된 웨이퍼나, CZ법에 의한 웨이퍼 상에 실리콘단결정 박막을 성장시킨 에피택셜 웨이퍼의 산화막내압
에 비하여 현저하게 낮다는 것이 알려져 있다(「서브미크론 디바이스 II, 3게이트산화막의 신뢰성」, 小
柳光正, 丸善(주), P70).

이 CZ법에 있어서 산화막내압을 열화시키는 주요한 원인은 실리콘단결정 육성시에 도입되는 결정결함에 
의한 것이라고 판명되어 있고, 결정성장속도를 극단적으로 저하(예를들면, 0.4mm/min이하)시키는 것으로, 
CZ법에 의한 실리콘단결정의 산화막내압을 현저하게 개선할 수 있는 것도 알려져 있다(예를들면, 특개평
2-267195호 공보참조).

그러나, 산화막내압을 개선하기 위해서, 간단히 결정성장속도를 종래의 1mm/min이상으로 부터, 0.4mm/min
이하로 저하시키는 것으로는 산화막내압은 개선할 수 있으나, 단결정의 생산성이 절반이하로 되고, 현저
한 비용 상승을 초래한다.

종래의 CZ법에 의한 실리콘단결정의 제조에서는 단결정의 생산성을 최대로 추구하기 때문에, 개개의 인상
장치에 고유의 한계인상속도 또는 그 유사 속도로 단결정을 육성하고 있다.  이같이 하여 육성된 단결정
봉으로 부터 제조된 웨이퍼는, 그 면내의 결함분포는 중심부로 부터 주변부까지 비교적 균일한 밀도분포
를 갖고 있다.  따라서, 1매의 웨이퍼로 부터 예를들면 100개 정도의 디바이스 칩을 제조하는 경우의 수
율은 웨이퍼 중심부와 주변부에서 변화는 없고, 그 불량율은 웨이퍼면내에서 거의 균일하였다.

그러나, 웨이퍼 전면에 걸쳐 산화막내압을 개선하기 위해서는 상술한 바와같이 극단적인 인상속도의 저속
화가 필요하지만, 1매의 웨이퍼에 있어 면적의 비율은 상대적으로 주변부 쪽이 높은 것이고, 디바이스 수
율에 크게 영향을 주는 것은 그 주변부에서의 수율 여하이다.

따라서, 1매의 실리콘 단결정 웨이퍼로 부터 취할 수 있는 디바이스 칩 수율을 향상시키기 위해서는 먼저 
웨이퍼주변부에서의 산화막내압을 개선할 필요가 있다.

본 발명은 이 같은 문제점을 감안한 것으로, 특히 웨이퍼주변부에서 산화막내압을 개선한 쵸크랄스키법에 
의해 실리콘단결정을 간단하게 또한 생산성을 극단적으로 저하시키는 일없이 제공하고, 1매의 실리콘웨이
퍼로 부터 제작되는 디바이스 칩의 수율을 향상시키는 것을 목적으로 한다.

발명의 상세한 설명

상기 과제를 해결하기 위해, 본 발명의 청구항 1 및 2에 기재한 발명은 6인치 이상의 대구경 실리콘단결
정웨이퍼에 있어서, 웨이퍼외부로 부터 면적비 50%까지의 영역, 특히 외주로 부터 30mm까지가 산화막내압 
불량이 없는 무결함영역인 것을 특징으로 한다.

이 같이, 디바이스칩 수율에 크게 영향을 주는 웨이퍼외주로 부터 면적비 50%까지의 영역, 특히 외주로 
부터 30mm까지를 무결함영역으로 하는 것에 의해, 이 영역의 산화막내압을 개선하고, 1매의 실리콘웨이퍼
로 부터 제조되는 디바이스 칩 수율을 향상시킬 수 있다. 

또한, 본 발명의 청구항 3 및 청구항 4에 기재한 발명은 6인치 이상의 대구경 실리콘 단결정웨이퍼에 있
어서, 웨이퍼외주로 부터 면적비 50%까지의 영역, 특히 외주로 부터 30mm까지가 무결함영역이고, 또한 함
유산소농도가 17ppma 이하인 것을 특징으로 한다.

이 같이, 디바이스 칩 수율에 크게 영향을 주는 웨이퍼외주로 부터 면적비 50%까지의 영역, 특히 외주로 
부터 30mm까지를 무결함영역으로 하는 것에 의해, 이 영역의 산화막내압을 개선하는 것과 함께, 함유산소
농도를 17ppma이하로 하는 것에 의해, OSF(산화유기 적층결함)의 발생을 억제하고, 1매의 실리콘웨이퍼로 
부터 제조되는 디바이스 칩 수율을 보다 향상시킬 수 있다.

또한, 본 발명의 청구항 5에 기재한 발명은 쵸크랄스키법에 의한 실리콘달결정의 인상에 있어서, 인상장
치 고유의 한계인상속도에 대하여, 80-60%의 인상속도로 단결정을 육성하는 것을 특징으로 한다.

이 같은 방법에 의해서 비로소, 웨이퍼 외주로 부터 면적비 50%까지의 영역, 특히 외주로 부터 30mm까지
를 무결함 영역으로 할 수 있고, 상기 청구항 1에서 청구항 4에 기재한 산화막내압을 개선한 실리콘단결
정 웨이퍼를 제조할 수 있다.

즉, 본 발명에 의해, 웨이퍼 외주로 부터 면적비 50%까지의 영역, 특히 외주로 부터 30mm까지의 영역에 
있어, FPD, LSTD라는 산화막내압을 열화시키는 결정결함을 없앨 수 있다.  그리고, 예를들면, 웨이퍼 외
주에서 30mm까지 영역의 면적비는, 웨이퍼 전체의 면적에 대하여 6인치에서 60%이상, 8인치에서 50%이상
으로 되게 하는 것에 의해, 1매의 웨이퍼로 부터 얻어지는 디바이스 칩 수율을 향상시킬 수 있다.

또한, 본 발명에 있어서는 웨이퍼주변부에 한정하지 않고, 그 내측의 영역에 있어서도 종래의 결정에 비
해 결함밀도의 저감을 꾀할 수 있기 때문에, 주변부를 무결함영역으로 할 수 있는 것과 함께, 1매의 실리
콘웨이퍼로 부터 얻어지는 디바이스 칩 수율을 비약적으로 향상시키는 것이 가능하다.

또한, 본 발명의 상기 웨이퍼를 제조하기에는 인상장치에 고유 한계인상속도에 대하여, 80-60%의 인상속
도로서 단결정을 인상하면 좋고, 간단하게 또한 생산성을 극단적으로 저하시키는 일도 없이, 산화막내압
을 개선한 웨이퍼를 얻을 수 있다.
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도면의 간단한 설명

도 1A 및 도 1B는 1매의 웨이퍼에 있어 주변으로 부터의 거리와, 그 점유하는 비율과의 관계를 보이는 도
면이다.  도 1A는 6인치의 경우이고, 도 1B는 8인치의 경우이다.

도  2A  및  도  2B는  CZ법에  의한  단결정  인상장치의  단면개략도이다.   도  2A는  종래의  로내구조의 
일예이고, 도 2B는 성장결정이 냉각되기 어려운 종래예이다.

도 3은 여러 가지 인상속도에 있어, 웨이퍼면내의 FPD결함의 밀도분포를 측정한 결과를 보인 도면이다.

도  4는  여러  가지의  인상속도에  있어,  웨이퍼면내의  LSTD결함의  밀도분포를  측정한  결과를  보인 
도면이다.

이하, 본 발명을 보다 상세히 설명하지만, 설명에 앞서 각용어에 대해 미리 해설하여 둔다.

1) FPD(Flow Pattern Defect): 성장후의 실리콘 단결정봉으로 부터 웨이퍼를 절출하고, 표면의 왜곡층을 
불산과 질산의 혼합액으로 에칭하여 제거한 후, K2Cr2O7과 불산과 물의 혼합액으로 표면을 에칭하는 것에 

의해, 피트(pit) 및 잔물결모양이 생긴다.  이 잔물결모양을 FPD라 칭하고, 웨이퍼면내의 FPD밀도가 높은 
만큼 산화막내압의 부량이 증가한다(특개평4-192345호 공보참조).

2)  LSTD(Laser  Scattering  Tomography  Defect):  성장후의 실리콘단결정봉으로 부터 웨이퍼를 절취하고, 
표면의 왜곡층을 불산과 질산의 혼합액으로 에칭하여 제거한 후, 웨이퍼를 절단(슬라이스)한다.  이 절단
면으로 부터 적외선을 입사하고, 웨이퍼 표면으로부터 나온 광을 검출하는 것으로 웨이퍼내에 존재하는 
결함에 의한 산란광을 검출할 수 있다.  여기서 관찰되는 산란체에 대해서는 학회 등에 이미 보고되어 있
고, 산소석출물로 보여지고 있다(J.J.A.P. Vol.32, P3679, 1993참조).

이들 FPD, LSTD의 결함밀도는 산화막내압의 불량율과 강한 상관이 있는 것이기 때문에, 함께 산화막내압 
열화인자로 생각되어지고 있다.  본 발명자들은 이들 결함의 웨이퍼면내 분포를 조사한 바, 한계 인상속
도 근방에서 인상하는 종래법에 있어 웨이퍼의 면내 분포는 외주로 부터 약 5mm정도 까지는 거의 무결함
으로 되지만, 그 이외에서는 거의 균일하게 분포되어 있고, 따라서 산화막내압 특성도 웨이퍼면 내에서 
거의 균일한 특성분포를 하고 있는 것이 확인되었다.

그러나, 1매의 웨이퍼에 있어서, 그 면적을 점유하는 비율은 주변부 쪽이 높은 것이고, 예를들면, 웨이퍼 
외주로 부터 30mm까지의 면적은 도 1A 및 도 1B에 6인치와 8인치의 경우에 대해 나타낸 바와같이, 웨이퍼 
전체의 면적에 대하여, 6인치에서 60%이상, 8인치에서도 50%이상을 점유한다.  따라서, 이 영역이 디바이
스 칩 수율에 영향을 주는 비율이 매우 높은 것이고, 디바이스 칩 수율을 향상시키기 위해서는 먼저 이 
면적비 50%까지 영역의 산화막내압을 개선할 필요가 있다.  본 발명자들은 이 같은 점을 고려하여, 어떻
게 해서 웨이퍼외주로 부터 면적비 50%까지의 영역, 특히 외주로 부터 30mm까지의 산화막내압을 개선할 
것인가, 즉 웨이퍼 외주로 부터 면적비 50%까지의 영역, 특히 외주로 부터 30mm까지의 상기 FPD, LSTD결
함의 개선을 꾀할 것인가를 조사검토한 결과, 본 발명을 완성시킨 것이다.

즉, 본 발명자들은 동일한 인상장치의 동일한 노내구조로, 단결정을 여러 인상속도(단결정성장속도)로 성
장시킨 경우에, 인상속도를 인상장치 고유의 한계인상속도의 80%이하 까지 저하시키면, 단결정의 외주로 
부터 면적비 50%이상까지, 특히 외주로 부터 30mm이상까지 무결함영역이 형성되는 것을 확인한 것이다.

여기서 말하는 한계인상속도라는 것은, 단결정의 평균인상속도(단결정의 평균성장속도)이고, 그 이상 속
도를 올리면 성장결정봉이 변형되고 원주상의 형상을 유지할 수 없게 되는 속도를 의미하고 있다.  이 한
계인상속도는 인상장치 및 그 노내구조에 있어 고유한 것으로, 개개의 인상장치에 의해서, 또한 동일의 
인상장치더라도 그 노내구조에 의해 변화하는 것이다.

따라서, 이 한계인상속도를 구하기 위해서는 실제로 그 인상장치에 의해서 단결정봉의 성장을 여러번 반
복하고, 그때의 평균성장속도를 각 인상시 마다 서서히 증가시키고, 성장결정봉이 변형된 성장속도를 조
사하는 것에 의해 구할 수 있다.  그리고, 이 한계인상속도는 상술한 바와같이 인상장치 및 그 노내구조
에 있어 고유한 것이기 때문에, 각 인상장치의 각 노내구조 마다 조사하여 구할 필요가 있다.

이렇게 하여 구해진 한계인상속도에 대하여, 80%이하의 인상속도로 단결정을 육성하면, 단결정의 외주로 
부터 면적비 50%이상 까지, 특히 외부로 부터 30mm이상까지 FPD, LSTD결함이 없는 무결함영역으로 된다.  
그리고, 보다 인상속도를 낮추면 보다 무결함영역은 넓어지지만, 그 만큼 단결정의 생산성이 하락하여 현
저하게 비용이 높아지기 때문에 한계인상속도에 대하여 80-60%의 인상속도로 하는 것이 바람직하다.

이것은 60%까지 인상속도를 낮추면, 단결정의 외주로 부터 면적비 50%이상, 특히 외주로 부터 30mm이상은 
무결함영역으로 되고, 상술한 바와같이, 이 영역은 1매의 웨이퍼 전면적의 절반 또는 그 이상을 점유하기 
때문에, 디바이스 칩의 수율 개선에는 큰 효과가 있고, 또한, 본 발명자들의 실험에서는 한계인상속도의 
80-60% 인상속도로 단결정을 인상하면, 외주로 부터 면적비 50%까지의 영역, 특히 외주로 부터 30mm의 영
역이 무결함영역으로 되는 것만이 아니라, 그 내측의 영역에서도 결함밀도가 대폭적으로 감소하고, 내측
의 영역에서도 산화막내압이 대폭적으로 개선되고, 웨이퍼전체에서 현저한 디바이스 칩 수율의 향상이 꾀
해지기 때문이다.

다만,  한계인상속도에  대하여  인상속도를  80%이하로  낮추고,  또한  단결정중의  함유산소농도가  17ppma 
JEIDA(Japan Electronic Industry Development and Association)를 초과하면, 예를들어 단결정의 주변부
에 FPD, LSTD결함이 존재하지 않더라도, 산화성분위기하, 고온의 열처리후에 링상의 OSF가 발생하는 일이 
있다.  이 같은 OSF는 디바이스 제조공정에서 여러 전기특성이 열화하는 원인으로 되기 때문에, 본 발명
의 웨이퍼주변부에서 결정결함이 없는 실리콘 단결정의 제조에 있어서는 함유산소농도를 17ppma JEIDA이
하로 되도록 하는 것이 바람직하다.

실리콘 단결정의 함유산소농도를 17ppma 이하로 하는 방법으로는 CZ법에 있어서 일반적으로 행해지고 있
는 방법으로 행하면 좋다.  예를들면, 도가니 회전을 저속으로 하거나, 노내의 온도분포를 조정하거나, 
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또는 융액으로 자장을 인가하는 이른바 MCZ법을 이용하는 등의 여러 가지 방법으로 용이하게 달성하는 것
이 가능하다.

상기 웨이퍼주변부가 무결함영역으로 되는 이론의 자세한 내용은 분명하지는 않지만, FPD, LSTD결함이 실
리콘단결정의 이른바 D영역에 존재하는 결함이고, 이들은 링상의 OSF의 내측에 밖에 존재하지 않는다는 
종래로 부터의 알려진 내용을 고찰하면 (「실리콘결정성장과 웨이퍼」, 阿部孝夫, p251∼ 참조), 인상속
도를 저하시키는 것으로 링상 OSF의 잠재핵이 웨이퍼 주변부에 존재하고, 이것 때문에 웨이퍼외주로 부터 
면적비 50%이상까지의 영역, 특히 외주로 부터 30mm이상에는 FPD, LSTD결함이 관찰되지 않게 되는 것이라
고 생각된다.  그리고, 웨이퍼중의 함유산소농도가 17ppma JEIDA를 넘게 되면, 상기 OSF의 잠재핵은 산화
성분위기하의 고온열처리에 의해, 링상으로 나타나게 되는 일이 있는 것이다.

즉, 본 발명에 의해 링상 OSF의 잠재핵이 단결정의 외주로 부터 면적비 50%까지의 영역, 특히 외주로 부
터 30mm까지에 형성되기 때문에, 이른바 D결함인 FPD, LSTD라는 산화막내압을 열화시키는 결정결함은 이 
영역에는 형성되지 않게 된다.  그리고, 이 OSF의 잠재핵은 실리콘 단결정중의 함유산소농도가 17ppma이
하에서는 나타나는 일은 없으며, 디비아스 동작에 대해서는 문제로 되지않아, 결과적으로서 웨이퍼주변부
에서 결정결함이 존재하지 않는 실리콘 단결정 웨이퍼의 제조가 가능하게 되는 것이다.

이하, 본 발명의 실시형태에 대하여, 도면을 참조하면서 상세히 설면한다.

먼저, 종래의 CZ법에 의한 단결정 인상장치의 구성 일예를 도 2A에 의해 설명한다.  도면에 나타난 바와
같이,  이  단결정  인상장치  (100)은  챔버  (101)과,  챔버  (101)중에  설되어진  도가니  (102)와,  도가니 
(102)의 주위에 배치된 히터 (105)와, 도가니 (102)를 회전시키는 도가니보지축 (107) 및 회전기구 (10
8)과, 실리콘의 종자결정 S를 보지하는 시드쳐크 (22)와, 시드쳐크 (22)를 인상하는 케이블 (1)과, 케이
블 (1)을 회전 또는 권취하는 권취기구 (109)를 갖추어 구성되어 있다.  도가니 (102) 내측의 융액 L을 
수용하는 측에는 석영도가니 (103)이 설되고, 석영도가니 (103)의 외측에는 흑연도가니 (104)가 설되어있
다.  또한, 히터 (105)의 외측주위에는 단열재 (106)이 배치되어 있다.  또한, 로내의 가스 흐름을 조절
하고, 발생하는 SiO  등의 반응가스를 유효하게 배출하기 위해 성장단결정 C를 둘러싸도록 정류통(整流
筒)(도시되지 않음)을 설하는 경우가 있다. 또한, 최근에는 쳐크 (101)의 외측에, 도시하지 않은 자석이
나 코일을 설치하고, 실리콘 융액 L에 수평방향 또는 수직방향의 자장 또는 이른바 가우스 자장을 인가하
는 것에 의해, 융액L의 대류를 억제하고, 단결정의 안정성장을 꾀하는 이른바 MCZ법이 이용되는 일도 많
다.

다음으로, 상기 단결정인상장치 (100)에 의한 단결정 육성방법에 대하여 설명한다.

먼저, 도가니 (102)내에서 실리콘의 고순도 다결정원료를 융점(약 1400℃) 이상으로 가열하여 융해한다.  
다음으로, 케이블 (1)을 푸는 것에 의해 융액 L 표면의 대략 중심부에 종자결정 S의 선단을 접촉 또는 침
적시킨다.  그후, 도가니 보지축 (107)을 적절한 방향으로 회전시킴과 함께, 케이블 (1)을 회전시키면서 
권취하여 종자결정 S를 인상하는 것에 의해, 단결정 육성이 개시된다.  이후, 인상속도와 온도를 절적하
게 조절하는 것에 의해 대략 원주형상의 단결정봉 C를 얻을 수 있다.

이 경우, 본 발명과 같이 한계인상속도에 대하여 80-60%로 인상속도를 낮추는 경우에는 히터 (105)에 공
급하는 전력을 증대시켜, 융액 L 및 성장결정 C의 온도를 높게 하면 좋다.  융액 및 결정의 온도를 높게 
설정하면 단결정 C는 설정직경을 유지할 수 없게 되기 때문에, 종전 보다 인상속도를 저하시키는 것으로, 
단위 시간당의 결정화 잠열량을 내리고, 설정직경을 유지할 수 있게 된다.  이렇게 하여 인상속도와 온도
를 적당하게 조정하는 것에 의해, 본 발명과 같이 한계인상속도에 대하여 80-60%의 범위로 평균인상속도
를 조정할 수 있다.

한계인상속도는 예를들면, 도 2A와 같은 인상장치 및 노내구조로, 18인치 석영도가니로 부터 직경 6인치
의  실리콘  단결정을  육성하는  경우는  기타  노내부재  등의  다른  여러  팩터에도  의하지만,  약 1.0-
1.6mm/min의 범위이다.  이 경우, 도 2A의 단열재 106을 도 2B와 같이 상부에 연장하고, 성장단결정 C가 
냉각되기 어렵게 하면, 그 한계 인상속도는 약 0.6-1.2mm/min으로 하락한다.

실시예

이하, 본 발명의 실시예를 보인다.

도 2A에 나타낸 인상장치 및 노내구조로, 18인치 석영도가니에 원료다결정 실리콘을 50Kg 챠지하고, 직경 
6인치, 방위<100>의 실리콘단결정봉을 여러 평균인상속도로 육성했다.

먼저, 인상속도를 가능한한 높게 설정하고, 결정이 변형하기 시작하는 속도를 확인하는 것에 의해, 이 노
내구조를 갖는 이 인상장치에 고유의 한계인상속도를 조사한 바, 평균 1.2mm/min이었다(단결정봉의 길이 
약 80cm).

다음으로, 이 한계인상속도에 대하여 평균인상속도를 100%, 90%, 80%, 70%로 하여 실리콘 단결정봉을 각
각 육성했다.

이들의 단결정봉으로 부터, 웨이퍼를 절출하고, 경면가공을 실시하는 것에 의해, 실리콘단결정의 경면웨
이퍼를 제조했다.

이렇게 하여 제조된 실리콘단결정의 경면웨이퍼에 대해, 상기 FPD, LSTD결함의 측정을 행했다.  그 측정
결과를 도 3 (FPD), 도 4 (LSTD)에 그래프로 나타내었다.

도 3 및 도 4로 부터 알 수 있는 바와같이, 인상속도를 한계인상속도에 대하여 저하시켜 가면, 서서히 웨
이퍼주변부에 무결함영역이 넓어지고, 특히 80%이하로 하면, 외주로 부터 30mm까지는 완전하게 무결함으
로 되는 것을 알았다.

또한, 인상속도를 저하시키면, 주변부의 무결함영역이 확대되는 것과 함께, 웨이퍼 중심부의 결함도 감소
하는 것을 알았다.  특히, 인상속도를 한계인상속도에 대하여 80%이하로 하면, 종래 결정의 한계인상속도 
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또는 그 근방으로 인상했지만 결함밀도의 약 절반정도 이하로 되어, 현저한 개선이 보여진다.

산업상이용가능성

따라서, 본 발명에서와 같은 실리콘단결정 웨이퍼를 사용하여 디바이스를 제조하면, 주변부에서는 거의 
100%, 중앙부에 있어서도 종래에 비하여 현격한 수율의 향상을 꾀할 수 있다.

본 발명은 상기 실시형태에 한정되는 것은 아니다.  상기 실시형태는 예시이고, 본 발명의 특허정구 범위
에 기재된 기술적 사상과 실질적으로 동일한 구성을 갖고, 같은 작용효과를 나타내는 것은 어떠한 것이라
도 본 발명의 기술적범위에 포함된다.

예를들면, 상기 실시형태에 있어서는 직경 6인치 또는 8인치의 실리콘 단결정을 얻는 경우에 대해 예를 
들어 설명했지만, 본 발명은 이것에는 한정되지 않고, 같은 작용효과는 직경 10-16인치 또는 그 이상의 
실리콘 단결정에도 적합하다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

6인치 이상의 대구경 실리콘단결정웨이퍼에 있어서, 웨이퍼 외주로 부터 면적비 50%까지의 영역이 산화막
내압 불량이 없는 무결함영역인 것을 특징으로 하는 실리콘단결정 웨이퍼.

청구항 2 

6인치 이상의 대구경 실리콘단결정웨이퍼에 있어서, 웨이퍼 외주로 부터 30mm까지가 산화막내압 불량이 
없는 무결함영역인 것을 특징으로 하는 실리콘단결정 웨이퍼.

청구항 3 

6인치 이상의 대구경 실리콘단결정웨이퍼에 있어서, 웨이퍼 외주로 부터 면적비 50%까지의 영역이 무결함
영역이고, 또한 함유산소농도가 17ppma이하인 것을 특징으로 하는 실리콘단결정 웨이퍼.

청구항 4 

6인치 이상의 대구경 실리콘단결정웨이퍼에 있어서, 웨이퍼 외주로 부터 30mm까지가 무결함영역이고, 또
한 함유산소농도가 17ppma이하인 것을 특징으로 하는 실리콘단결정 웨이퍼.

청구항 5 

쵸크랄스키법에 의한 실리콘단결정의 인상에 있어서, 인상장치 고유의 한계인상속도에 대하여, 80-60%의 
인상속도로 단결정을 육성하는 것을 특징으로 하는 실리콘단결정의 제조방법.
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